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Detektory fotoprzewodzace
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maetia (czutos¢ >20% max.) max e ( g)
Ge 1237 nm (1.eV) | 1850 nm (0.67 eV)
Si d=1mm: hv<35keV | 825nm (1.5¢eV) | 1100 nm (1.12 eV)

CdZnTe |d=2mm: 2v<200 keV tylko dla promieni X

ZnS 200 — 340 nm 325 nm (3.8 eV) 350 nm (3.5 eV)
CdS 350 — 600 nm 450 nm (3.5 eV) 520 nm (2.4 eV)
CdSe 500 — 700 nm 685 nm (1.7 V) 690 nm (1.8 eV)
GaAs 800 — 1100 nm 860nm (1.4 eV) | 863 nm (1.43 eV)

PbS (300K) 1 -3 um 2.5 um (.45 eV)

PbS (77K) 1 —4.5 um 3.4 um (0.36 eV) 334 pm (0.37 ¢V)

PbSe (77K) 1-7 um 5.2 um 5.3 um (0.23 eV)

HgCdTe 2 umdo 15 um 5-13 um 5-13 um






